Fo=Ko*​​​​​​​​​​​​​​​ (Q1*Q2)/ R2
Ko=1/(,99*109N*m2 /C2   

8.854*10-12                   

E=campo elettrico=F/q si misura in N/C

E=k*q/r2 

Densità di carica volumica

Q/V

Densità di carica superficiale

 Q/A
Densità di carica lineare

 Q/l

E=k* integrale(dq/ r2)con r vettore

Campo elettrico Sbarra 1 in punto distante a da estremo 

2 in punto a distanza y dal centro

E=k*Q/(a*( l +a))

E=2ksen/ l 

dove è l’angolo formato dalla perpendicolare con un estremo

Campo elettrico anello

E=Qkx/(x2+r2) 3/2
Campo elettrico Disco (anello con a0 e b)

E=kx * integr tra a0 e b di(x2+r2) 3/2 in d(r2)

E=2kx*[((x2+r2) -1/2)/(-1/2)] tra a0 e b

Accelerazione Particella

a= qE/m

Flusso

=EA con A(inteso come integrale superfice) perpendicolare

Flusso attraverso una superfice con carica dentro

=q/

Campi elettrici

Sfera isolata di raggio R con carica totale Q

R<r  E=kQ/ r2
R>r  E=r * kQ/ R3
Guscio sferico raggio R con carica totale Q

E=k*Q/ r2
Filo infinitamente lungo

E=2k/r

Piano non conduttore infinito con densità superficiale 
E=/2
Conduttore con densità superficiale 
E=/
Variazione energia Potenziale

U= - q0 * integrale tra a e b di (E * ds)

Potenziale elettrico

V=U/q0

V=U/q0= - integrale tra a e b di (E * ds)

se campo elettrico uniforme

V=-Ed

Dovuto a carica puntiforme

V=kq*(1/rB - 1/rA)

rA di solito si pone =0

V=k*q/r

V=kqi/ri

U=k((q1*q3)/r12 + (q1*q3)/r13 + (q2*q3)/r23

Campo da Potenziale

E=-dV/dr

Potenziale elettrico di distribuzione continue di carica

V=k*integrale(dq/r)

Potenziale elettrico Anello raggio r

V=kQ/((x2+r2) 1/2)

Disco di raggio r

V= 2k ((x2+r2) 1/2-x)

Bacchetta lunghezza l punto distante a

V=k*Q/ l  * integrale tra gli estremi di (dx/((x2+r2) 1/2)

Guscio con carica  q e punto Q e raggio interno R1 ed esterno R2

r>R2 V=k*(q+Q)/r

R2>=r>=R1  V= k(q+Q)/R2

r<R1 V=kQ/r + k(q+Q)/R2 – kQ/R1

Sfera Isolante raggio R carica totale Q

r>=R V=kQ/r

r<R V=kQ/(2R)*(3- r2/R2)

Sfera Conduttrice
r>R V=kQ/r

r<=R V=kQ/(R)

Capacità

C=Q/V ( farad F icro -6 nano-9 pico-12

Condensatore Piano

C=A/d

Condensatore cilindrico

Lunghezza l e raggio interno ed esterno a, b 

C=l/(2k* ln(b/a))

Condensatore sferico di raggio interno a ed esterno b

C=ab/(k(b-a))

Dielettrico b

V=V0/b

C=bC0

Parallelo(somma (v=cost)

Campo Magnetico

I=dQ/dt

R=(*l/s

(=1/( (conduttività)

dV/dt=dQ*dU/dt=I*dU

I=q/RC

q0=(C

q(t)=Q (1-e-t/RC) (carica)

I(t)=(/R *e-t/RC (carica)

q=Q*e-t/RC(scarica)

I(t)=-Q/(RC)*e-t/RC(scarica)

F=q*vxB=I*lxB

|F|=q v B sen (
(=I*A (momento magnetico)

(=(xB (momento meccanico)

U=-(B

r=mV/(qB)

w=qB/m

(B ds=(0*I (Legge di Ampere)

dB=(0*I/(4()*(ds x ř)/r2
ř=ŕ/|r|

B=(0*I/(2(r) (filo ∞)

FB/l=I1I2/2(R (2 fili paralleli)

B=(0 NI/2(R (toroide)

B=(0 (N/l) *I=(0 nI (solenoide)

(=(B dA

(B ds=(0*I+(0 (0 d(/dt

(=-d(/dt=(Eds=(v x B dl

(=-l B v

(=-L dI/dt (induttanza)
